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ABSTRACT : 

The recording assembly includes a magnetic head (1), 
provided with a 

M p^r-ro-;i<!t-ani- r-p^ i n q . and a storage medium, which has a 
magnetic coating and 

is moved in relation to the magnetic head. A thin coating 
(8) of a metq.1 i,, ^ 

qfljcb ijjp ^ m& txV ni tride is .a. p.Blied to the magnetic he ad 
(1) and/or to the " 
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ma gnetic coati ng hy Tlf TTii q an p1 " rnT i , sputtering me thod 

, kn own Jger^ ge . The 

recording assembly may be provided for magnetic tape 
apparatuses or magnetic 

disk storage devices, including floppy disk storage 
devices. Using the DC 

magnetron sputtering method ensures that application of the 
coating does not 

change the magnetic properties. For producing the gap in 
each magnetic • system 

of the magnetic head (1), a coatin g of the metal ca rbide or 
metal nitri de can 11 > ui-.i-.-umi-i ' « . 

1 i"^ewis¥^6e^ppTi ed to the pole faces (12) . < IMAGE > 
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@ Aufzeichnungsanordnung fUr einen Magnetschlchtspelcher. 

@ Die Aufzeichnungsanordnung enthSIt einen mlt einer 
verschlel Barmen Schlcht versehenen Magnetkopf (1) und 
eln Speichermedium, das elne Magnetschicht aufweist und 
relativ zum Magnetkopf bewegt wlrd. Auf dem Magnetkopf 
(1) und/oder auf der Magnetschicht wlrd nach dem an sich 
bekannten DOMagnetron-Sputterverfahren eine dunne 
Schlcht (8) aus einem Metallkarbid oder eln em Metailnitrid 
aufgebracht. Die Aufzeichnungsanordnung kann fur Ma- 
gnetbandgerate oder Magnetplattenspeicher, einschlieB- 
lich Floppydiskspeichern vorgesehen sein. Bel Verwendung 
des DC-Magnetron-Sputterverfahrens istsichergestellt, dafi 
durch das Aufbringen der Schlcht die magnetischen Eigen- 
schaften nicht verandert werden. Zur Erzeugung des Spalts 
in jedem Magnetsystem des Magnetkopfs (1) kann auf die 
Polflachen (12) ebenfalls eine Schicht aus dem Metallkarbid 
oder Metailnitrid aufgebracht werden. 



Ul 


ACTORUM AS 
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5 Aufzeichnunosanordnunq fur einen Maqnetsc hichtsoeicher 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Auf zeichnungsanord- 
nung fur einen Magnetschichtspeicher entsprechend dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

10 

Es ist bereits allgemein bekannt, Signale unter Verwen- 
dung von Magnetschichtspeichern zu speichern* Diese Si- 
gnale konnen Analogsignale Oder binare Signale sein. Ma- 
gnetschichtspeicher f iir die Speicherung von binaren Si- 

15 gnalen sind in erster Linie Magnetbandspeicher , Magnet- 
plattenspeicher, Magnetkartenspeicher und Floppydiskspei- 
cher. Die eigentliche Speicherung erfolgt unter Verwen- 
dung einer Auf zeichnungsanordnung, die aus einem Magnet- 
kopf und einem -nit einer Magnetschicht versehenen Spei- 

20 chermedium gebildet wird- Bei Magnetbandspeichern, Ma- 
gnetkartenspeichern und Floppydiskspeichern ist der Ma- 
gnetkopf wahrend des Speichervorgangs standig mit der Ma- 
gnetschicht in Beruhrung. Hierdurch unterliegt sowchl der 
Magnetkopf als auch die Magnetschicht einem Verschleifl. 

25 Bei den Magnetplattenspeichern hingegen "fliegt* der Ma- 
gnetkopf in einem vorgegebenen Abstand uber der Magnet-, 
platte. Im Storungsfall kann es jedoch vorkommen, dafl ein 
Magnetkopf auf der Magnetplatte' "landet" / was zu einem 
erheblichen VerschleiB oder gar zur Zerstorung des Magnet- 

30 kopfs und/oder der Magnetplatte fuhren kann. 

Zur Verminderung des VerschleiBes wurden bereits mehrere 
Vorschlage gemacht. Beispielsweise ist aus der DE-PS 
23 ^4 561 bekannt, den Magnetkopf mit einem mit Hilfe 
35 eines Plasmaspriihverf ahrens auf gebrachten Uberzug aus 

nichtmagnetischem, keramischem Material zu versehen. Die 

Ret 1 Fra / 28.2.1983 
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Keramikschicht veist zunachst eine verhaltnismaflig groSe 
Dicke auf und sie wird vieder soveit abgeschlif f en, daB 
der Polspalt und das magnetische Haterial der Polstucke 
In schmalen an den Luftspalt angren2enden Zonen vieder 
5 freiliegt. Die Keramikuberzuge bleiben dabei in ausrei- 
chender Dicke in vorbereiteten Vertiefungen auflerhalb der 
schmalen Zonen stehen. 

Aus einer Verof f entlichung von Brainard tf.A., Wheeler 
10 D-R.: Thin Solid Films, 63 (1979)/ Seiten 363 bis 368 ist 
. es bekannt, als verschleiBarmes Haterial ttetallkarbide, 
(~) beispielsveise Titankarbid zu vervenden, die mittels des 

an sich bekannten RF-Sputterverf ahrens aufgebracht ver-~ 
den- Eine Beschichtung von magnetischen tferkstoffen, vie 
15 sie in einer Aufzeichnungsanordnung vervendet verden, ist 
nach dem RF-Sputterverf ahr en nicht moglich, da in diesem 
Fall die Substrate eine verhaltnismaBig hohe Temperatur 
erreichen, die die magnetischen Eigenschaf ten verandern 
vurden. In einer Ye r off entlichung flayer M.H- : Resistance 
_ 20 Heasurements by: Radio Telemetric System during Filni Depo- 
sition by Sputtering: Siemens Forschungs- und Entvick- 
lungsberichte Band 11 (1982), tfr. 6, Seiten 322 bis 326 
ist ein Sputterverfahren bekannt, das als DC-Hagnetron- 
— Sputterverfahren bezeichnet vird und das dort fur eine 

^ 25 Hersteilung von ffiderstanden auf Schichtsehaltungen unter 
Verwendung von Tantal dient. Dort ist gezeigt, dafl der 
Temperaturanstieg vahrend dieses Sputterverfahren s iedig- 
lich 4,2° C pro 1000 W vahrend 360 s betragt. Im Gegen- 
satz hierzu ist der Temperaturanstieg bei dem RF-Sputter- 
3P verf ahren urn etva den Faktor 5,5 groBer, d.h. 21,8° C pro 
1000 if vahrend 360 s. Die vesentlich hohere Temperatur 
beim RF-Sputterverf ahren ist eine Folge von Sekundarelek- 
tronen, die nicht im magnetischen Feld des Magnetrons ab- 
gelenkt verden. 


35 


Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
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eine Aufzeichnungsanordnung f iir einen Magnetschichtspei- 
cher anzugeben, bei der ein besonders geringer VerschleiB 
auftritt und die dennoch kostengiinstig herstellbar ist. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe bei der Auf zeichnungsan- 
ordnung der eingangs genannten Art durch die im kenn- 
zeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merk- 
male gelost. 

Die Aufzeichnungsanordnung gemaB der Erfindung hat den 
Vorteil, daB sie eine besonders hohe Verschleifif estigkeit 
aufweist, daB die auf gebrachten Schichten eine besonders 
gute Gleitfahigkeit aufweisen und daB sie besonders glatt 
sindo Die Auf zeichnungsanordnung ist nit geringen Her- 
stellkosten herstellbar und kann ohne weiters Bearbeitung 
auf das Fertigprodukt aufgebracht werden. Trotz des. Auf- 
bringens der zusatzlichen Schicht werden die magnetischen 
Eigenschaf ten nicht verandert, da einerseits das aufge- 
brachte Material nichtmagnetisch ist und andererseits die 
magnetischen Werkstoffe nur geringfiigig erwarmt werden. 

• ■ 

Es erweist sich insbesondere als zweckmaflig, als Ketall- 
karbide. entweder Titankarbid oder eines von mehreren mog- 
lichen Chromkarbiden zu verwenden. Auch erweist sich die 
Verwendung von Titannitrid als* vorteilhaft. 

Fur die Auf zeichnungsanordnung erweist es sich insbeson- 
dere als giinstig, den Magnetkopf nur teilweise mit der 
Schicht zu versehen und diese insbesondere nur an gegebe- 
nenfalls vorhandenen Beruhrungsf lachen nit der Magnet- 
schicht anzuordnen. Als Magnetschicht , die mit der 
Schicht versehen ist, ist vorzugsweise eine Magnetplatte 
vorgesehen. 

Eine auf raindestens eine Polflache jedes Hagnetsystems 
aufgebrachte Schicht aus dem Metal lkar bid oder den Me- 
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tallnitrid kann auch zur Bildung des Spalts des Magnet- 
systems vervendet verden. Hierdurch vird es aoglich, 
Spaltbreiten von weniger als 1 jim auf einfache tfeise zu 
erzeugen. 

5 

■ Ausfuhrungsbeispiele einer Aufzeichnungsanordnung geaaB 
der Erfindung verden la folgenden anhand von Zeichnungen 
• naher erlautert. Es zeigen 

10 - Fig. 1 einen ait einer verschleiBarmen Schicht versehenen 
Hagnetkopf, 

G . ' . 

Fig. 2 eine Darstellung von Kernen eines fllagnetsysteas iia 
Hagnetkopf, 
15 ■ 

Fig. 3 einen ait einer verschleifiaraen Schicht auf der 
Hagnet schicht versehenen Kagnetplattenstapel- 

Der in Fig. 1 dargestellte Hagnetkopf 1 ist fur eine Auf- . 

20 zeichnung von Daten auf ein Ragnetband vorgesehen. Der • 
Hagnetkopf 1 -enthalt f f Qr eine Aufzeichnung der Daten in 
neun parallelen Spuren auf dea Hagnetband neun Schreib- 
systeae und zum Lesen der Daten neun Lesesysteae.. Sovohl 
die Schreibsysteae als aucli die Lesesysteae verden je- 
W 25 veils aus einea C-£ernbIock 2 bzv. 3 als auch aus einem 

I-£ernblock 4 bzv. 5 gebildet. Zvischen den C-Eernblocken 
und den I-Eemblocken befindet sich jeveils ein Schreib- 
spalt bzv. ein Lesespalt* Zvischen den beiden I-Kernen 4 
und 5 ist eine Abschiraung 6 vorgesehen, die ein Cfberspre- 

30 chen von den Schreibsysteaen auf die Lesesysteae verhin- 
dert. Die Schreibsysteae und die Lesesysteae sind durch 
abgeschirmte Leitungen 7 ait entsprechenden Schreib- bzv. 
Leseverstarkern verbunden. 

35 Der Hagnetkopf 1 beruhrt im Bereich der Schreib- und der 
Lesesysteae, vie bereits ervahnt, das Kagnetband- Ua 


07/10/2003, EAST Version: 1.03.0002 


0123826 

- 5 - vpa 83 P 112 7 E 

einen Verschleifl des Magnetkopf s 1 zu vermindern, wird 
zumindest dieser Bereich mit einer dunneh Schicht 8, die 
dvinner 1st als 0,2 \im, aus einein verschleiflarmen Material 
versehen. Diese Schicht 8 ist vorzugsweise ein Metallkar- 
5 bid, insbesondere Titankarbid TiC oder ein Chromkarbid 

Cr X C Y oder ein Ketallnitrid ' insbesondere Titannitrid TijE . 

Diese Schicht wird unter Verwendung des allgemein bekann- 
teh DC-Magnetron- Sputterverf ahren durch reaktives Zer- 

10 stauben aufgebracht. Dieses Verf ahren hat den Vorteil, ■ 
dafl die maximale Substrattemperatur beispielsweise bei 
2 kW nur ca. 37* C nach einer Sputterzeit van 6 min be- 
tragt. Durch die verbal tnismaflig niedrige Temperatur wird 
sichergestellt, dafl die magnetischen Eigenschaf ten der 

15 Materialien der Schreib- und Lesesysteme nicht verandert 
werden. Da die aufgebrachte Schicht 8 sehr diinn ist, ist 
•eine Nachbearbeitung des Magnetkopfs 1 nicht mehr erfor- 
derlich, so dafl ein derartiger verschleiflarmer Magnetkopf 
1 mit geringen Herstellkosten herstellbar ist. Durch die 

20 Verwendung der Schicht 8 mit einer Mikroharte bis zu 

5000 kp/cra ist der Magnetkopf 1 besonders verschleiflarm 
und es sind gunstige Gieitpaarungen realisierbar . Die 
Schichten sind, insbesondere aus Titankarbi d gegen sich 
selbst bestandig und gleitfahig und erreichen nxe hohere 

25 Reibwerte als 0,2. Durch das DC-Magnetron-Sputterverfah- 
ren konnen mehrere Magnetkopf e 1 gleichzeitig im fertig 
gepruften und eingelauf enen Zustand mit der Schicht 8 
versehen werden. 

30 In entsprechender tfeise wie der in Fig. 1 dargestellte 

Magnetkopf 1 konnen andere Magnetkopfe, wie sie beispiels- 
weise bei Magnetschichtspeichern mit flexiblen Magnet- 
scheiben oder Magnetplatten verwendet werden mit einer 
entsprechenden Schicht versehen werden. Bei den Magnet- 

35 schichtspeichern nit flexiblen Magnet scheiben beriihrt der 
Magnetkopf ebenfalls die Magnetschicht , so dafl auch hier 
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wahrend des noroalen Betriebs ein VerschleiB auftritt. 
Bel Magnetplattenspeichern hingegen "fliegt* der Hagnet- 
kopf in einem vorgegebenen Abstand uber der Magnetplatte. 
Im Storungsfall kann es jedoch zu einer "Landung" des Ha- 

5 grietkopfs auf der Magnetplatte komaen, wobei der Magnet- 
kopf und/oder die Magnetplatte beschadigt verden. Urn die- 
se Beschadigung auf ein Minimus zu reduzieren, kann daher 
auch der Hagnetkopf eines Hagnetplattenspeichers srit 
einer entsprechenden Schicht aus den Metallkarbiden oder 

10 Hetallnitriden versehen sein. Auf diese Heise verden gun- 
stige Hotlauf eigenschaf ten bei der Beruhrung zvischen dem 
Hagnetkopf und der Magnetplatte err eicht. 

Bei der Darstellung in Fig* 2 sind ein einzelner C-Kern 9 

15 und ein einzelner I-Kern 10 dargestellt. Der C-Kern 9 

weist einen ffickelraum 11 auf, auf dem die Schreib- oder 
die Lesewicklung aufgebracht ist. Zwischen dem C-Kern 9 
und dea I-Kern 10 ist ein Spalt vorgesehen, der auf der 
Oberseite des Hagnetkopf s 1 den Schreib- bzw. den Lese- 

20 spalt darstellt- Dieser Spalt ist haufig mit einen Glim- 
mer-, Retail- oder Kunststoffblattchen ausgefullt. Dnter 
Verwendung des bereits genannten DC-Magnetron-Sputterver- 
fahrens ist es auch moglich, auf die Polflachen 12 eben- 
falls ein Metallkarbid oder ein Metallnitrid aufzutragen 

25 und die Spalte auf diese tfeise zu erzeugen. Auf diese 
ffeise ist es moglich, Spalte zu erzeugen, die schmaler 
als beispielsveise 1 \im sind. tfahrend bei den Glimmer- 
oder Kunststoffblattcben die Gefahr besteht, daB beim 
Betrieb des Hagnetkopf s 1 an dieser Stelle Ausvaschungen 

30 auf tret en, d.h. Vertiefungen des entsprechenden Materials 
ia Spalt wird dies durch das Auftragen der genannten 
Schicht aus dem Metallkarbid Oder Metallnitrid verhin- 
dert, so dafl auch hier eine VerschleiBf estigkeit erreicht 
wird. Zudem sind auf diese tfeise besonders schmale Kopf- 

35 spalte erreichbar. Auch hier brauchen nicht die gesamten 
Polflachen 12 mit der Schicht, versehen sein. Es genugt 
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beispielsweise, nur die am oberen Kopfspalt vorgesehenen . 
Polflachen 12 oder auch nur diese teilweise mit der 
Schicht zu versehen. 

5 AuBer den Magnetkopf en konnen auch die zugehorigen Ma- 

gnetschichten der Speichermedien mit einer entsprechenden 
verschleiBarmen Schicht aus dem genannten fletallkarbid 
oder- dem Metallnitrid versehen sein« 

10 Bei dem in Fig. 3 dargestellten handelsiiblichen Platten- 
stapel 30 sind 12 Magnetplatten 31 angreordnet. Die Magnet- 
Q platten 31 konnen auf beiden Seiten mit Magnetschichten 

versehen sein, die mit jeweils einer dunnen Schicht 32 
axis dem Metallkarbid oder dem Metallnitrid ilberzogen 

15 sind. Die Magnetplatten 31 drehen sich mit einer verbal t- 
nismaBig groflen Drehzahl urn eine Achs'e.32. Das Speichern 
und das Lesen von Daten erfolgt unter Vervendung der Ma- 
gnetkopf e, die in einem vorgegebenen Abstand iiber den Ma- 
gnetschichten "fliegen". Falls im Storungsfall ein derar- 

20 tiger Magnetkopf mit der Magnetschicht der Magnetplatte 
31 in Beruhrung kommt, wird die Beschadigung sovohl des 
Magnetkopfs als -auch der entsprechenden Magnetplatte 31 
auf ein Minimum reduziert/ wenn der Magnetkopf und/oder 
die Magnetplatte 31 mit der genannten. verschleiBarmen 
~ , 25 Schicht 33 versehen ist. 

Die genannten Metallkarbide oder das Metallnitrid eignen 
sich insbesondere fur besonders giinstige Gleitpaarungen 
und die Schichten erweisen sich als- besonders gleitfahig 

30 und erreichen, vie bereits erwahnt, niemals grbflere Reib- 
verte als 0,2* Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dafl 
unter Verwendung der genannten Metallkarbide und des Me- 
tallnitrids sich auch viele andere Trockenreibprcbleme in 
Tribosystemen losen lassen. Die Schichten 33 werden auch 

35 auf die mit den Magnetschichten versehenen Speichermedien 
unter Terwendung des DC-Magnetron-Sputterverf ahrens aufge- 
. bracht. 
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Erst durch dieses Verfahren wurde es eraoglicht, diese 
Schichten 33 auf die Magnetschichten aufzubringen, da die 
verbal tnisaafiig oiedrigen Teaperaturen es erst ermogli- 
chen, die Magnetplatten ohne Gefalir der Zerstorung mit 
diesen Schichten 33 zu versehen. Da die Schichten 33 
dunner als 0,2 ua sind, verden die aechanischen mid die 
aagnetischen Eigenschaften der Speicheraedien nicht 
verandect und dennoch vird eine grofie Lebensdauer 
erreicht. 

9 Patentanspruche 
3 Figurer. 
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1. Auf zeichnungsanordnung fur einen Magnetschichtspeicher , 
bei dem unter Verwendung eines nit einer verschleiflarmen 

5 Schicht versehenen Magnetkopfs nit mindestens einem Ma- 
gnetsystem auf einer Magnetschicht eines relativ zum Ma- 
gnetkopf bevegten Speichermediums Signale, insbesondere 
Binarsignale auf gezeichnet werden, dadurch ge- 
kennzeichnet ,' dafi der Magnetkopf (1) und/ 

10 Oder die Magnetschicht (33) nit einer nach dem an sich 
bekannten DC-Magnetron-Sputterverf ahren auf gebrachten 
dunnen Schicht aus einem Metallkarbid oder einem detail- ■ 
nitrid versehen ist. 

15 2. Auf zeichnungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dafi als Metallkarbid Ti- 
tankarbid oder ein Chromkarbid vorgesehen ist. 

3* Auf zeichnungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
20 gekennzeichnet, dafi als Metallnitrid Ti- 
tannitrid vorgesehen ist* 

4. Auf zeichnungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 
3/ dadurch. gekennzeichnet , dafi 

25 der Magnetkopf CD nur in dem Bereich, der die Magnet- 
schicht gegebenenfalls beruhrt, mit der Schicht versehen 
ist. 

5. Aufzeichnung nach Anspruch 4, dadurch g e - 
30 kennzeichnet, dafi die Schicht dunner als 

0,2 |im ist. 

6* Auf zeichnungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dafi 
35 als Magnetkopf (1) ein mit einer Mehrzahl von Schreibund 
Lesesystemen vorgesehener Magnetkopf fur Magnetband- 
speicher vorgesehen ist. 
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7. Aufzeichnungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 
5/dadurch gekennzeichnet, dafl 
als Magnetkopf ein Bagnetkopf in einera Kagnetplattenspei- 
cher vorgesehen ist. 

8. Aufzeichnungsanordnung nach einem der Anspruche .1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daB 
als ait der Schicht versehenes Speichermediua eine Ka- 
gnetplatte (31) vorgesehen ist. 


10 


9- Aufzeichnungsanordnung nach einea der. Anspruche 1 bis 
C) 7/ d a d u r c h gekennzeichnet, dafi 

der Spalt jedes Magnetsysteas des Hagnetkopfs (1) eine 
Schicht aus den Hetallkarbid oder deo Hetallnitrid ent- 
15 halt. 


c 
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